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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Halbleitereinrichtung 

@ Etne Halbleitereinrichtung umfaSt ein isolierendes Filnn- 
substrat (1), welches eine Oberflache aufweist, einen Hoch- 
frequenzhalbleiterchip (2), der auf der Oberflache angeord- 
net ist und Schaitkreiselemente (3a bis 3e), die gieichfalts 
auf der Oberflache angeordnet sind und die mit dem 
Halbleiterchip (2) verbunden sind. wobei das isolierende 
Filmsubstrat (1) gebogen und aufgeschichtet wird. Nachfol- 
gend wird es mit einem Harz (8) verpreSt. Auf diese Art und 
Weise wird eine Baugruppe miniaturisiert. 
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Beschreibung 


Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleiterein- 
richtung. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin- 
dung eine Hochfrequenzbaugruppe fiir die Verwendung 5 
in Mikrowellenbandern. 

Fig. 16 ist eine Draufsiclit, in der ein Filmsubstrat ei- 
ner Halbleitereinrichtung gemaS dem Stand der Tech- 
nik vor dem Verpressen dargestellt ist. In der Figur 
bezeichnet das Bezugszeichen 1 ein isolierendes Film- 10 
substrat, welches beispielsweise aus Polyimid bestehen 
kann, das eine Dicke von ungefahr 100 Mikrometer auf- 
weist, sowie Abmessungen von 6 mm x 8 n^m, und das 
Bezugszeichen 2 bezeichnet einen Halbleiterchip, der 
beispielsweise bei hohen Frequenzen verwendet und 15 
der z. B. ein Verstarker sein kahn, der entlang jeder 
seiner Kanten einige Millimeter lang ist. Die Bezugszei- 
chen 3a bis 3e bezeichnen obere Muster von Metallver- 
drahtungen, welche eine Dicke von ungefahr 10 Mikro- 
meter aufweisen und welche auf dem isolierenden Film- 20 
substrat 1 ausgebildet sind, wobei sie im allgemeinen ein 
Metall als Bedeckung auf der gleichen Oberflache auf- 
weisen. Im einzelnen bezeichnet das Bezugszeichen 3a 
eine Masseleitung des Hochfrequenzhalbleiterchips 2, 
das Bezugszeichen 3b bezeichnet eine externe Leitung 25 
zum Austausch von Signalen mit dem Hochfrequenz- 
halbleiterchip 2, das Bezugszeichen 3c bezeichnet einen 
Induktor vom Maandertyp (meandering type inductor) 
zum Justieren der Induktivitat, wenn eine Vorspannung 
an den Halbleiterchip 2 fiir hohe Frequenzen angelegt 30 
wird, das Bezugszeichen 3d bezeichnet einen Induktor 
vom Spiraltyp, welcher gleichfalls zur Justage der In- 
duktivitat dient, wenn eine Vorspannung an den Halb- 
leiterchip 2 fiir hohe Frequenzen angelegt wird, und das 
Bezugszeichen 3e bezeichnet eine Hilfsverdrahtung, die 35 
mit dem Induktor 3g iiber eine Durchkontaktierung ver- 
bunden ist, welche im folgenden beschrieben werden 
wird. Die oberen Metallverdrahtungsmuster 3b bis 3d 
sind jeweils mit dem Halbleiterchip 2 fOr hohe Frequen- 
zen uber Drahte 6 verbunden, die aus Gold oder einem 40 
ahniichen Material bestehen konnen. Das Bezugszei- 
chen 4 bezeichnet eine, Durchkontaktierung, die in dem 
isolierenden Filmsubstrat 1 ausgebildet ist, urn ein unte- 
res Metallverdrahtungsmuster 5, welches auf der hinte- 
' ren Oberflache des Filmsubstrates 1 ausgebildet ist, mit 45 
den oberen Metallverdrahtungsmustern 3 mittels eines 
leitenden Materiales zu verbinden, das in die Durchkon- 
taktierung 4 eingefullt wird, und zwar dort, wo ein End- 
teil des Induktors 3d vom Spiraltyp mit der Hilfsver- 
drahtung 3e uber die Durchkontaktierungen 4 und das 50 
untere Metallverdrahtungsmuster 5 verbunden ist 

Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, welche der 
Fig. 16 entlang der Linie A-A' entnommen worden ist. 
Dargestellt ist eine Halbleitereinrichtung nach der Ver- 
pressung. In der Figur bezeichnet das Bezugszeichen 8 55 
ein Verpressungsmaterial, fiir das im allgemeinen ein 
Harz verwendet wird. Im allgemeinen wird der Halblei- 
terchip 2 fiir hohe Frequenzen und das obere Metallver- 
drahtungsmuster 3a (der Masse- oder ErdanschluQ) mit- 
tels eines PreBwerkzeuges unter Verwendung eines Lo- eo 
les oder ahnlichem elektrisch verbunden. Eine erdende 
leitende Schicht (welche in der Figur nicht dargestellt 
ist), welche auf der hinteren Oberflache des Halbleiier- 
chips 2 fiir hohe Frequenzen angeordnet ist, wird elek- 
trisch mit dem oberen Metallverdrahtungsmuster 3a 65 
(dem ErdanschluB) verbunden. SchlieBlich bezeichnet 
das Bezugszeichen 4a ein leitendes Material, das in die 
Ourchkontaktierune 4 eineefullt wird. 


Im folgenden wird die Funktionsweise der oben be- 
schriebenen Vorrichtung beschrieben. 

In einer Halbleitereinrichtung, welche bei hohen Fre- 
quenzen arbeitet, so wie beispielsweise im Mikrowellen- 
band. wirken im allgemeinen, da die Verdrahtungen als 
verteilte Konstantleiter (distributed constant line) wir- 
ken, die Verdrahtungen selbst als ein passiver Schait- 
kreis. Dariiberhinaus wird, da die Einrichtung bei hohen 
Frequenzen arbeitet, ein Induktor mit winziger Indukti- 
vitat (ungefahr einige nH) oft eingesetzt. In anderen 
Worten dienen die oberen Metallverdrahtungsmuster 
3c und 3d auf dem Filmsubstrat 1 in Fig. 16 jeweils als 
Induktor vom* Maandertyp und als Induktor vom Spiral- 
typ, namlich dann, wenn eine Vorspannung an den Halb- 
leiterchip 2 fur hohe Frequenzen angelegt wird, der als 
Verstarker dient. Da ein passiver Schaltkreis durch die 
Verdrahtungen im allgemeinen grob dimensioniert ist, 
wie in Fig. 16 gezeigt, ist eine Baugruppe, die durch das 
Verpressen dieses passiven Schaltkreises entsteht, auch 
grob dimensioniert. 

Wenn die Einrichtung gemaB dem Stand der Technik, 
wie sie oben beschrieben ist, hergestellt wird, dann wird 
die Baugruppe unerwunschterweise grob dimensioniert 
ausfallen, was ein Hindernis fiir die Miniaturisierung 
eines Systems darstellt, das diese Baugruppe enthalt 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Halbleitereinrichtung bereitzustellen, in der die 
GroBe der Baugruppe verkleinert wird, wobei die glei- 
chen Funktionen erzielt werden, wie sie auch von der 
Einrichtung gemaB dem Stand der Technik bereitge- 
stellt werden, ohne dabei die Hochfrequenzcharakteri- 
stiken zu verschlechtern. 

ErfindungsgemaB wird dies durch eine Halbleiterein- 
richtung gemaB dem Anspruch 1 bzw. 4 bzw. 7 bzw. 10 
gelost. 

Im einzelnen geschieht dies erfindungsgemaB durch 
die vorliegende Erfindung dadurch, daB bei der Halblei- 
tereinrichtung das Verpressen in einem Zustand durch- 
gefiihrt wird, in dem ein isolierendes Filmsubstrat nach 
oben gebogen und aufgestapelt wird, wobei das isolie- 
rende Filmsubstrat einige Male gebogen und laminiert 
wird, oder ein isolierendes Filmsubstrat wird in der 
Form eines Wasserstrudels aufgerollt. Dies sorgt fur 
eine miniaturisierte Baugruppe. Indem man eine elek- 
tromagnetische Abschirmschicht zwischen den lami- 
nierten Oberflachen des Filmsubstrates anordnet, wird 
eine Kopplung von Hochfrequenzsignalen zwischen be- 
nachbarten Oberflachen des Filmsubstrates verhindert, 
wodurch eine Baugruppe mit nur minimaler Verschlech- 
terung ihrer Hochfrequenzcharakteristiken erreicht 
wird. 

Da eine Mehrzahl von isolierenden Filmsubstraten 
eingesetzt wird, haftet das zweite Filmsubstrat an der 
Oberflache des ersien Filmsubstrates, und zwar gegen- 
uberliegend zu der Oberflache, auf der ein Halbleiter- 
chip ausgebildet ist, und der Halbleiterchip auf dem er- 
sten Filmsubstrat wird elektrisch mit den Schaltkreisele- 
menten auf dem zweiten Filmsubstrat verbunden, oder 
da das Verpressen in einem Zustand durchgefuhrt wird, 
in dem das zweite Filmsubstrat auf laminiert und an dem 
ersten Filmsubstrat angehaftet wird, das den Halbleiter- 
chip aufweisi, der mit einem isolierenden Abstandshalt- 
ermaterial bedeckt ist, wobei der Halbleiterchip auf 
dem ersten Filmsubstrat mit den Schaltkreiselementen 
auf dem zweiten Filmsubstrat verbunden wird, wird der 
Schaltkreis in drei Dimensionen angeordnet, was fiir 
eine miniaturisierte Baugruppe sorgt 

Wenn das zweite Filmsubstrat auf dem ersten Film- 
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substrat auf laminiert wird, wird, da eine elektromagne- 
tische Abschirmschicht auf dem zweiten Filmsubstrat 
angeordnet \st, um den Halbleiterchip auf dem ersten 
Filmsubstrat zu bedecken, eine Strahlung einer elektro- 
magnetischen Welle aus den Schaltkreiselementen auf 
dem ersten Filmsubstrat oder eine Kopplung von Hoch- 
^requenzsignalen mit den Schaltkreiselementen auBer- 
halb der Baugruppe verhindert, was zu einer Baugruppe 
fiihrt.die eine hohe Zuverlassigkeit aufweist 
- Indem man zur Befestigung des Halbleiterchips ein 
Material fiir das Filmsubstrat verwendet, das eine hohe 
Steifigkeit aufweist, und zwar unter der Vielzahl der 
Filmsubstrate, wird eine Baugruppe bereiigestellt, die 
leicht herzustellen und zu bearbeiten ist, wobei die Bau- 
gruppe das Entstehen von Biegespannungen auf den 
Halbleiterchip verhindert, was eine Zerstorung des 
Chips nahezu unmoglich macht. 

Indem man den Halbleiterchip oder die Schaltkreis- 
elemente mit einem Material bedeckt, das eine dieiektri- 
sche Konstante hat, die kleiner ist als ein Verpressungs- 
material, werden parasitare Kapazitaten iiber die 
Schaltkreiselemente so wie den Halbleiterchip oder die 
Metallverdrahtungsmuster minimiert, wodurch eine 
Baugruppe bereitgestelit wird, die nur eine geringe Ver- 
schlechterung der Hochfrequenzcharakteristiken auf- 
weist. 

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er- 
findung w.erden aus der Beschreibung der nachfolgen- 
den bevorzugten Ausfiihrungsform deutlich, wobei auf 
die Figuren Bezug genommen wird. Es wird indessen 
darauf hingewiesen, daB die detaillierte Beschreibung 
und die spezifischen Ausfuhrungsformen nur der Illu- 
strierung dienen, da verschiedene Anderungen und Mo- 
difikationen dem Fachmann deutlich sind, die innerhalb 
der Lehre der vorliegenden Erfindung liegen. 

Die Unteranspruche haben vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung zum Inhait. 

In den Figuren zeigt: 

Fig. 1 eine ebene Draufsicht, in der ein isolierendes 
Filmsubstrat einer Halbleitereinrichtung vor der Ver- 
pressung dargestellt ist, und zwar gemaB einer ersten 
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht, in der das isolierende 
Filmsubstrat von Fig. 1 dargestellt ist, nachdem ein 
Halbleiterchip mit einem Abstandshaltermaterial be- 
deckt worden ist; 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht, in der die Halbleiter- 
einrichtung dargestellt ist, wobei der Halbleiterchip mit 
dem Abstandshaltermaterial bedeckt ist und das ge- 
samte isolierende Filmsubstrat verpreBt ist; 

Fig, 4 eine ebene Draufsicht, in der ein isolierendes 
Filmsubstrat einer Halbleitereinrichtung vor der Ver- 
pressung dargestellt ist, und zwar gemaB einer zweiten 
bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht, in der die Halbleiter- 
einrichtung dargestellt ist, wobei ein isolierendes Film- 
substrat gemaB der Fig. 4 gepreBt ist; 

Fig. 6 eine ebene Draufsicht, in der ein isolierendes 
Filmsubstrat vor der Verpressung dargestellt ist, und 
zwar gemaB einer Varianie der zweiten Ausfiihrungs- 
form der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 7 eine Querschnittsansicht, in der das isolierende 
Filmsubstrat aus Fig. 6 verpreBt ist; 

Fig. 8 eine Querschnittsansicht, in der eine Halbleiter- 
einrichtung gemaB einer dritten bevorzugten Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt ist; 


substrat vor dem Verpressen gemaB einer vierten Aus- 
fiihrungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt 
ist; 

Fig. 10 eine ebene Draufsicht, in der ein zweites Film- 
5 substrat vor der Verpressung gemaB der vierten bevor- 
zugten AusfQhrungsform der vorliegenden Erfindung 
dargestellt ist; 

Fig. 1 1 eine Querschnittsansicht, in der eine Halblei- 
tereinrichtung dargestellt ist, wobei das erste und das 
10 zweite Filmsubstrat der vierten Ausfiihrungsform mit- 
einander verpreBt sind; 

Fig. 12 eine ebene Draufsicht, in der ein erstes Film- 
substrat vor d^m Verpressen gemaB einer fiinften be- 
vorzugte Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung 
15 dargesteUtist; 

Fig. 13 eine ebene Draufsicht, in der ein zweites Film- 
substrat vor der Verpressung gemaB der fiinften bevor- 
zugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung 
dargestellt ist; 

20 Fig. 14 eine Querschnittsansicht, in der eine Halblei- 
tereinrichtung dargestellt ist, wobei das erste und das 
zweite Filmsubstrat gemaB der fiinften Ausfiihrungs- 
form miteinander verpreBt sind; 
Fig. 15 eine Querschnittsansicht, in der ein Halbleiter 
25 dargestellt ist, wobei drei Filmsubstrate gemaB der vier- 
ten bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Er- 
findung iibereinander laminiert sind; 

Fig. 16 eine ebene Draufsicht, in der ein Filmsubstrat 
einer Halbleitereinrichtung vor der Verpressung gemaB 
30 dem Stand der Technik dargestellt ist; und 

Fig. 17 eine Querschnittsansicht, in der die Halbleiter- 
einrichtung gemaB dem Stand der Technik dargestellt 
ist. 

Die bevorzugten Ausfiihrungsformen der vorliegen- 

35 den Erfindung werden im folgenden detailliert unter 
Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. 

Fig. I ist eine ebene Draufsicht, in der eine Halbleiter- 
einrichtung vor der Verpressung bzw. Ausformung ge- 
maB einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden 

40 Erfindung dargestellt ist. In der Figur bezeichnen die 
gleichen Bezugszeichen wie die aus Fig. 16 die gleichen 
oder entsprechende Telle. Auf dem isolierenden Film-- 
substrat 1 sind Durchkontaktierungen 41 ausgebildet, 
wobei das Substrat eine Dicke von beispielsweise 100 

45 Mikrometern und Abmessungen von beispielsweise 
6mm X 8 mm aufweisen kann, um den ErdanschiuB 3a, 
auf dem der Hochfrequenzhalbleiterchip 2 befestigt ist, 
mit einem unteren Metallverdrahtungsmuster 5b zu 
verbinden, wobei in ihnen ein leitendes Material 41a 

50 eingefullt wird. Die Linie B-B' zeigt eine Biegeposition, 
und zwar fiir den Fall, wenn das Filmsubstrat 1 gebogen 
wird, so daB ein unteres Metallverdrahtungsmuster 5a 
dem unteren Metallverdrahtungsmuster 5b gegeniiber- 
liegt. 

55 Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, die der Fig. I ent- 
lang der Linie A-A' eninommen worden ist, und sie zeigt 
eine Halbleitereinrichtung, wobei die Umgebung des 
Halbleiterchips 2 vor dem Verpressen mit einem Ab- 
standshaltermaterial 7 bedeckt worden ist, welches eine 

60 niedrige dielektrische Konstante und gute isolierende 
Eigenschaften aufweist, so wie z. B. Glas. 

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, in der eine Halblei- 
tereinrichtung dargestellt ist, wobei das in Fig. 2 gezeig- 
le Filmsubstrat 1 entlang einer Linie B-B' gebogen und 

65 verpreBt worden ist Das Bezugszeichen 8 bezeichnet 
ein Verpressungsmaterial, wie beispielsweise Harz. Ein 
isolierendes Haftmittel 9 wird in den Raum eingeschich- 
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des verbogenen Filmsubstrates 1 begrenzt wird. 

Im nachfolgenden wird eine Beschreibung fiir ein ge- 
eignetes Herstellungsverfahren gegeben. 

Im einzelnen werden zwei Verfahren beschrieben 
werden, um eine Halbleitereinrichtung gemaB der Fig. 3 5 
herzustellen. 

1) Nach der Verpressung des Halbleiterchips 2 mit- 
teis eines PreBwerkzeuges auf dem Filmsubstrat 1 
und Verbinden des Chips 2 mit Verdrahtungen 6 10 
wird das Filmsubstrat 1 entlang der Linie B-B' ge- 
bogen und verpreBt. 

2) Zunachst wird das Filmsubstrat 1 entlang einer 
Linie B-B' gebogen, und nachfolgend wird der 
Halbleiterchip 2 mittels eines PreBwerkzeuges ver- 15 
preBt und mittels den Verdrahtungen 6 verbunden. 

Das Abstandshaltermaterial 7 kann zu jedem beliebi- 
gen Zeitpunkt nach der Verpressung aufgebracht wer- 
den. Selbst bei dem oben beschriebenen Verfahren (1) 20 
ist es moglich, Biegespannungen daran zu hindern, auf 
das Abstandshaltermaterial 7 einzuwirken, und zwar bei 
dem Biegen des Filmsubstrates 1, wobei man derartig 
vorgeht, daB die Lange des Filmsubstrates 1 in der lon- 
gitudinalen Richtung in der Nahe der Biegeposition 25 
B-B' mehrfach so lang ausgelegt wird, wie die Dicke des 
Filmsubstrates 1. 

Eine Beschreibung der Funktionen und der Effekte 
wird im folgenden gegeben. 

In dieser Baugruppe ist es moglich, und zwar indem 30 
man das Filmsubstrat 1 bei der Biegeposition entlang 
einer Linie B-B' aus Fig. 1 biegt und indem man den 
Induktor 3c vom Maandertyp oder den Induktor 3d vom 
Spiraltyp auf der rechten Seite der Biegeposition, nam- 
lich rechts von der Linie B-B' in der Figur anordnet, und 35 
diese unterhalb des Halbleiterchips 2 biegt, einen 
Schaltkreis in drei Dimensionen anzuordnen, was zu 
einer Miniaturisierung der Baugruppe fuhrt. 

Indem man das obere Metallverdrahtungsmuster 3a 
(den ErdanschluB), das mit einer erdenden leitenden 40 
Schicht auf der hinteren Oberflache des Halbleiterchips 
2 mit einem Lot oder ahnlichem verbunden ist, mit dem 
unteren Metallverdrahtungsmuster 5b durch die Durch- 
kontaktierung 41 hindurch kombiniert, dient das untere 
Metallverdrahtungsmuster 5b als eine elektromagneti- 45 
sche Abschirmschicht. Als ein Ergebnis hiervon ist es 
moglich, ein eiektromagnetisches Feld, welches nicht 
ausreichend durch den ErdanschluB 3a abgeschirmt 
werden kann, abzuschirmen, um so Signale daran zu 
hindern, sich gegenseitig zwischen benachbarten Signal- 50 
leitungen zu beeinflussen, namlich insbesondere zu kop- 
peln, und es ist weiterhin moglich, den Halbleiterchip 2 
von den Induktoren 3c und 3d elektrisch zu isolieren, 
was zu einer Verbesserung der Hochfrequenzcharakte- 
ristik fuhrt. 55 

Dariiberhinaus konnen, und zwar indem man den 
Halbleiterchip 2 mit dem Abstandshaltermaterial 7 be- 
deckt, das eine dielektrische Konstante hat, die geringer 
ist als die des Verpressungsmateriales 8, parasitare Ka- 
pazit^ten des Verpressungsmateriales 8 vermindert eo 
werden, was zu einer Verbesserung der Hochfrequenz- 
charakteristiken im Hinblick auf parasitare Kapazitaten 
fahrt 

ZusStzlich wird, da das isolierende Haftmittel 9 in 
Bereichen aufgebracht ist, die von beiden Seiten von 65 
dem gebogenen Filmsubstrat I gemaB der ersten Aus- 
fiihrungsform begrenzt sind, und da das Haftmittel 9 


186 Al 

6 

5a von der Metallverdrahtung Sb zu isolieren, als die 
Materialien zusammenzuheften, das isolierende Haft- 
mittel dann nicht benotigt, wenn die Metallverdrahtun- 
gen 5a und 5b einen vorherbestimmten Abstand auf- 
rechterhalten konnen, um keinen KurzschluB zu erzeu- 
gen. 

Fig. 4 ist eine ebene Draufsicht, in der eine Halbleiter- 
einrichtung vor der Verpressung dargestellt ist, und 
zwar gemaB einer zweiten bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der vorliegenden Erfindung. Wie in der Figur dar- 
gestellt, wird ein vergleichsweise grob ausgelegter In- 
duktor 3f vom Maandertyp auf einem isolierenden Film- 
substrat 11 ausgebildet, das eine GroBe aufweist, die 
dem Induktor 3f entspricht, und ein unteres Metallver- 
drahtungsmuster 5c wird auf der gesamten riickwarti- 
gen Oberflache ausgebildet, wobei es mit dem Erdan- 
schluB 3a iiber die Durchkontaktierung 41 verbunden 
ist. 

Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht, die der Fig. 4 
entlang der Linie A-A' entnommen worden ist, wobei 
eine Halbleitereinrichtung dargestellt ist, in der das iso- 
lierende Filmsubstrat 11 entlang den entsprechenden 
Teilen B-B', C-C, D-D', E-E' sowie F-F' gebogen wor- 
den und anschlieBend verpreBt worden ist, und zwar im 
Querschnitt in der Form eines Faltenbalges . Daher 
wird, und zwar indem man das Filmsubstrat 11 mehr- 
mals verbiegt, ein Schaltkreis mit einer Vielzahl von 
Schichten in drei Dimensionen angeordnet. Als ein Er- 
gebnis hiervon wird durch die Verwendung eines langen 
Filmsubstrates es moglich, die Baugruppe starker zu 
miniaturisieren als in einem Fall, in dem das Filmsub- 
strat nur in zwei Teile gefaltet wird, wie im Zusammen- 
hang mit der ersten Ausfiihrungsform beschrieben wor- 
den ist Dariiberhinaus ist es mit dieser Struktur mog- 
lich, und zwar indem man das Filmsubstrat 1 mehrmals 
wendet, eine Kopplung zwischen benachbarten Einhei- 
ten zu verhindern, die durch das in U-Form angeordnete 
Filmsubstrat erzeugt worden sind, wobei jede Einheit 
durch das untere Metallverdrahtungsmuster 5c sepa- 
riert wird, da die Kopplungen zwischen den sich gegen- 
iiberliegenden Filmoberflachen auftreten, wobei auf ei- 
ne von ihnen der Halbleiterchip 2 ausgebildet ist. Dar- 
iiberhinaus kann gleichfalls, und zwar indem man den 
Induktor 3f vom Maandertyp verschiebt, so daB er dem 
Halbleitertyp 2 nicht unmittelbar gegenuberliegt, nam- 
lich so wie in Fig. 6 illustriert, und indem, man die Halb- 
leitereinrichtung herstellt, indem man den Film mehr- 
fach wendet, wie in Fig. 7 illustriert, eine Kopplung zwi- 
schen den sich gegeniiberliegenden oberen und unteren 
Oberflachen verhindert werden. Hier wird, obgleich das 
isolierende Haftmittel 9 gleichfalls in den Bereichen an- 
geordnet ist, die durch das gebogene Filmsubstrat ge- 
maB dieser Ausfuhrungsform begrenzt sind, das isolie- 
rende Haftmittel 9 dann nicht benotigt, wenn keine Pro- 
bleme mit Kurzschliissen auftreten. 

Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, in der eine Halblei- 
tereinrichtung gemaB einer dritten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt 
ist. Wie der Figur entnehmbar ist, wird gemSB dieser 
Ausfiihrungsform durch AufroUen des Filmsubstrates 
11, das den vergleichsweise groB dimensionierten In- 
duktor 3f enthalt, so wie er in Fig. 4 dargestellt ist, in 
Form eines Wasserstrudels ein Schaltkreis in drei Di- 
mensionen angeordnet. Um eine derartige Struktur zu 
erhalten, kann das isolierende Haftmittel 9 iiber die ge- 
samte Oberflache des Bereiches des Filmsubstrates 11 
von Fig. 4 aufgeschichtet werden, auf dem der Induktor 
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urn von dem Ende beginnend aufgerollt werden, das 
dem Ende gegeniiberliegi, auf dem der Halbleiterchip 2 
befestigt ist. Als ein Ergebnis hiervon wird die Baugrup- 
pe miniaturisiert. Dariiberhinaus wird es infolge des un- 
teren Metallverdrahtungsmusters 5c, das zwischen be- 
nachbarten Teilen des Filmsubstrates liegt moglich, die 

' Kopplung von Hochfrequenzsignalen zu reduzieren, die 
in dem Schaltkreis auftreten konnen, der in drei Dimen- 
sionen aufgebaut ist, was zu einer Verbesserung der 

- Hochf requenzcharakteristiken fuhrt. 

Fig, 9 ist eine ebene Draufsicht, in der ein erstes Film- 
substrat 12 dargestellt ist, auf dem der Halbleiterchip 
vor der Verpressung befestigt ist, and zwar gemaS einer 
vierten bevorzugten Ausfiihrungsform der voriiegen- 
den Erfindung. Fig, 10 hingegen ist eine ebene Drauf- 
sicht, in der ein zweites Filmsubstrat 10 dargestellt ist, 
auf dem ein Induktor vom Spiraltyp ausgebildet ist. Ge- 
m'AQ dieser Ausfuhrungsform, wie sie in Fig. 11 illu- 
striert ist, wird eine Verpressung durchgefiihrt, wobei 
diese Filmsubstrate aufeinander auflaminiert werden, 
und zwar indem man zwei Filmsubstrate verwendet und 
indem man auf jedem Filmsubstrat einen Schaltkreis 
ausbildet. 

Genauer gesagt wird in den Figuren der Halbleiter- 
chip 2 mit dem ErdanschluB 3a, welcher auf der oberen 
Oberflache des ersten Filmsubstrates 12 ausgebildet ist, 
mittels eines FreBwerkzeuges verbunden, und der Chip 
2 wird mit der externen Leitung 3b durch Verdrahtun- 
gen 6 verbunden, sowie mit dem unteren Metallverdrah- 
tungsmuster 5c uber eine Durchkontaktierung 42. Ein 
oberes Metallverdrahtungsmuster 3g zur Anlegung ei- 
ner Vorspannung an den Induktor wird auf der oberen 
Oberflache des ersten Filmsubstrates 12 ausgebildet, 
und es wird mit einem unteren Metallverdrahtungsmu- 
ster 5d uber eine Durchkontaktierung 43 verbunden. 
Hier dienen die unteren Metallverdrahtungsmuster 5c 
und 5d .als Verbindungsanschliisse. Auf der hinteren 
Oberflache des zweiten Filmsubstrates 10 wird ein In- 
duktor vpm Spiraltyp ausgebildet, und zwar mitteis ei- 
nes unteren Verdrahtungsmusters 15, dessen beide En- 
den jeweils mit einem oberen Metallverdrahtungsmu- 
ster 13a und 13b uber Durchkontaktierungen 44 und 45 
verbunden sind. Hier dient das obere Metallverdrah- 
tungsmuster 13a als ein VerbindungsanschluB mit dem 
unteren Metallverdrahtungsmuster 5d, das auf der hin- 
teren Oberflache des ersten Filmsubstrates 12 bereitge- 
stelii worden ist. Das obere Metallverdrahtungsmuster 
13b dient als eine Hilfsverdrahtung, urn mit dem unteren 
Metallverdrahtungsmuster 5c verbunden zu werden, 
das auf der hinteren Oberflache des ersten Filmsubstra- 
tes 12bereitgestelltist. 

Wenn das erste Filmsubstrat 12 hergestellt wird, wie 
zuvor beschrieben, dann wird der Halbleiterchip 2 mit 
Abstandshaltermaterial 7 nach dem Herstellen der 
Drahtverbindungen bedeckt. Dariiberhinaus liegt, wie 
in Fig, 1 1 illustriert, die hintere Oberflache des ersten 
Filmsubstrates 12 der oberen Oberflache des zweiten 
Filmsubstrates 10 gegenuber, wobei das isolierende 
Haftmittel 9* zwischen diesen Filmsubstraten einge- 
bracht wird. und die unteren Metallverdrahtungsmuster 
5c und 5d auf der hinteren Oberflache des ersten Film- 
substrates 12 werden jeweils mit den oberen Metallver- 
drahtungsmustern 13b und 13a auf der oberen Oberfla- 
che des zweiten Filmsubstrates 10 verbunden. Daran 
anschlieBend wird in diesem Zustand unter Zuhilfenah- 
me des Verpressungsmateriales 8 eine Verpressung 
durchgefiihrt Hier bezeichnen die Bezugszeichen 43a, 


Durchkontaktierungen 43, 44 und 45 eingefiillt worden 
sind. 

GemaB der obigen Konstruktion wird, da der Induk- 
tor 15 vom Spiraltyp in drei Dimensionen unterhalb des 
5 Halbleiterchips 2 angeordnet ist, die Baugruppe im Hin- 
blick auf ihre GroBe weiter vermindert Dariiberhinaus 
ist es in dieser Ausfiihrungsform moglich, da nur der 
Halbleiterchip 2 auf dem ersten Filmsubstrat 12 ausge- 
bildet wird, das Koppeln von Hochfrequenzsignalen in 

10 dem Halbleiterchip 2 und dem^ Induktor vom Spiraltyp 
zu verhindern, und zwar durch den ErdanschluB 3a, der 
mit der Erdelektrode auf der hinteren Oberflache des 
Halbleiterchips 2 verbunden ist, was zu einer Verbesse- 
rung der Hochfrequenzcharakteristik fiihrt. Daruber- 

15 hinaus ist es in dieser Ausfiihrungsform moglich, da der 
Halbleiterchip 2 mit dem Abstandshaltermaterial 7 be- 
deckt ist, das eine kleinere dielektrische Konstante hat 
als das Verpressungsmaterial 8, unnotige parasitare Ka- 
pazitaten zu unterdrucken, was zu einer Baugruppe 

20 fiihrt, die verbesserte Charakteristiken fiir hohe Fre- 
quenzen aufweist. Dariiberhinaus ist es durch den Ein- 
satz eines Materiales wie Keramik fur das erste Film- 
substrat 12, welches barter ist als das zweite Filmsub- 
strat 10, moglich, das zweite Filmsubstrat 10 zu verbie- 

25 gen und die ersten und zweiten Filmsubstrate 11 und 12 
aufeinander aufzulaminieren, wodurch man Schaden in- 
folge der Verbiegung des Halbleiterchips 2 verhindert, 
wie sie infolge von thermischen Deformationen des 
Harzes 7 bei der Verpressung auftreten konnen. Dar- 

30 uberhinaus wird. selbst wenn Unterschiede in den Ab- 
standen zwischen den Filmsubstraten auftreten konnen, 
die von dem Beschichtungszustand des isolierenden 
Haftmittels 9 abhangen, das darunterliegende Filmsub- 
strat 10 deformiert, da das Filmsubstrat 12 eine hohere 

35 Festigkeit aufweist als das Filmsubstrat 10, wodurch die 
unteren Metallverdrahtungsmuster 5c und 5d mit den 
oberen Metallverdrahtungsmustern 13b und 13a in 
Kontakt gehalten werden, was die Bearbeitung und die 
Herstellung einer Baugruppe vereinfacht. 

40 Fig. 12 ist eine obere Draufsicht, in der das erste Film- 
substrat 12 vor der Verpressung gemafi einer funften 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung dargestellt ist Fig. 13 ist eine ebene Draufsicht, in 
der das zweite Filmsubstrat 10 dargestellt ist, auf dem 

45 ein Induktor vom Spiraltyp ausgebildet ist. In dieser 
Ausfiihrungsform wird das Filmsubstrat, auf dem der 
Induktor ausgebildet ist, auf dem Filmsubstrat auflami- 
niert, auf dem der Halbleiterchip befestigt ist. In den 
Figuren wird der Halbleiterchip 2 mittels eines PreB- 

50 werkzeuges mit der oberen Oberflache des ersten Film- 
substrates 12 iiber den ErdanschluB 3a verbunden, und 
der Halbleiterchip 2 wird mit den externen Anschliissen 
3b mittels den Verdrahtungen 6 verbunden. Obere Me- 
tallverdrahtungsmuster 3h und 3i werden ausgebildet, 

55 um mit oberen Metallverdrahtungsmustern auf dem 
zweiten Filmsubstrat verbunden zu werden. und das 
obere Metallverdrahtungsmuster 3i wird mit dem Halb- 
leiterchip 2 mittels der Verdrahtung 6 verbunden. Dar- 
iiberhinaus werden, um leichter einen Kontakt mit den 

60 oberen Metallverdrahtungsmustern auf dem zweiten 
Filmsubstrat herzustellen, zusatziiche Teile 30a, 30h und 
30i an den oberen Metallverdrahtungsmustern 3a, 3h 
und 3i angefugt. Auf der hinteren Oberflache des zwei- 
ten Filmsubstrates 10 wird ein Induktor vom Maander- 

65 typ durch ein unteres Metallverdrahtungsmuster 23 ge- 
bildet, und beide Endteile von ihm sind jeweils mit obe- 
ren Metallverdrahtungsmustern 25a und 25b uber 
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wird ein oberes Metallverdrahtungsmuster 25c auf der 
Oberflache des zweiten Filmsubstrates 10 ausgebildet, 
und zwar in einem vergleichsweise groben Bereich mit 
Ausnahme des Bereiches, in dem die unteren Metallver- 
drahtungsmuster 25a und 25b bereitgestellt sind, urn so 
eine elektromagnetische Abschirmschicht zu bilden. 
Dariiberhinaus wird ein zusatzlicher Teil 250c an dieses 
obere Metallverdrahtungsmuster 25c angefugt, urn so 
eine leichte Verbindung mit dem zusatzlichen Teil 30a 
auf dem ErdanschluB 3a auf dem ersten Filmsubstrat 12 
zu erlauben. Hier dienen die oberen Metallverdrah- 
tungsmuster 25a und 25b auf dem zweiten Filmsubstrat 
10 als Verbindungsanschliisse mit den zusatzlichen Tei- 
len 30h und 30i der oberen Metallverdrahtungsmuster 
3h und 3i auf dem ersten Filmsubstrat 12. 

Gem^B dieser Ausfiihrungsform wird in dem ersten 
Filmsubstrat 12, das wie zuvor beschrieben hergestellt 
ist, der Halbieiterchip 2 mit dem Abstandshaltermaterial 
7 nach der Drahtverbindung bedeckt. Dariiberhinaus 
wird, wie in Fig. 14 illustriert, die obere Oberflache des 
ersten Filmsubstrates 12 der oberen Oberflache des 
zweiten Filmsubstrates 10 gegenuberliegen, wobei das 
Abstandshaltermaterial 7 zwischen diesen Filmsubstra- 
ten liegt. und die oberen Metallverdrahtungsmuster 25a 
und 25b und das zusatzliche Teil 250c auf der Oberfla- 
che des zweiten Filmsubstrates 10 werden jeweils mit 
den oberen Metallverdrahtungsmustern 3h und 3i und 
dem zusatzlichen Teil 30a auf der Oberflache des ersten 
Filmsubstrates 12 verbunden. Zusatzlich wird die hinte- 
re Oberflache des zweiten Filmsubstrates 10 mit dem 
Abstandshaltermaterial 7 bedeckt. Daran anschlieBend 
wird in diesem Zustand eine Verpressung mit dem Ver- 
pressungsmaterial 8 durchgefuhrt. In dieser Ausfiih- 
rungsform bezeichnet das Bezugszeichen 46a ein leiten- 
des Material, das in die Durchkontaktierung 46 einge- 
fugt ist. 

Wenn die Ausfuhrungsform wie zuvor beschrieben 
aufgebaut wird, wird, da der Induktor 23 in drei Dimen- 
sionen iiber dem Halbieiterchip 2 angeordnet wird, die 
Baugruppe im Hinblick auf ihre GroBe welter vermin- 
dert. Dariiberhinaus wird gemaB der obigen Beschrei- 
bung, da das obere Metallverdrahtungsmuster 25c eine 
elektromagnetische Abschirmschicht ist, die zwischen 
dem Halbieiterchip 2 und dem Induktor 23 des Filmsub- 
strates 10 angeordnet ist, die Kopplung von Hochfre- 
quenzsignalen zwischen den Filmsubstraten vermindert, 
was zu einer Verbesserung der Hochfrequenzcharakte- 
ristiken fiihrt. Dariiberhinaus ist es moglich, da das obe- 
re Metallverdrahtungsmuster 25c angeordnet ist, den 
Halbieiterchip 2 zu bedecken. die Leckage von elektro- 
magnetischen Hochfrequenzwellen von dem Halbieiter- 
chip 2 aus der Baugruppe heraus zu vermindern, was zu 
der sog. Hochfrequenzabschirmung fiihrt. Dariiberhin- 
aus wird es in der fiinften Ausfuhrungsform durch den 
Einsatz eines harteren Materiales fur das erste Filmsub- 
strat 12 im Vergleich zu dem Material des zweiten Film- 
substrates 10 moglich, den Halbieiterchip 2 gleichmaBig 
belastet zu halten, wobei der Chip 2 keine Schiiden er- 
fahrt* und zwar selbst dann nicht, wenn Spannungen 
auftreten, die dem ersten Filmsubstrat 12 durch das Ver- 
biegen des zweiten Filmsubstrates 10 bei der Verpres- 
sung hinzugefiigt werden. was zu verbesserten Aufbau- 
eigenschaften und Bearbeitungseigenschaften fuhrt. Da 
ein Material eingesetzt wird, das eine niedrigere dielek- 
trische Konstante hat als das Verpressungsmaterial 8, 
und zwar als Abstandshaltermaterial 7 zwischen dem 
ersten Filmsubstrat 12 und dem zweiten Filmsubstrat 10, 


10 

tallmuster 23 des zweiten Filmsubstrates 10, konnen un- 
notige parasitare Kapazitaten vermindert werden. Dar- 
uberhinaus kann in der fiinften Ausfuhrungsform ein 
unteres Metallverdrahtungsmuster auf der hinteren 
5 Oberflache des ersten Filmsubstrates 12 ausgebildet 
werden, und dieses Verdrahtungsmuster kann mit den 
oberen Metallverdrahtungsmustern iiber Durchkontak- 
tierungen verbunden werden. 
Wahrend in den zuvor beschriebenen Ausfuhrungs- 

10 formen die Induktoren vom Spiraltyp und/oder vom 
Maandertyp fiir ein Schaitkreiselement dargestellt sind, 
das mit oberen und/oder unteren Metallverdrahtungs- 
mustern auf dem isolierenden Substrat hergestellt ist, 
kann ein Stub zur Impedanzanpassung, ein Resonanz- 

15 schaltkreis oder ahnliches, zusammen mit den Verdrah- 
tungsmustern hergestellt werden. 

Die Anzahl der Biegungen des Filmsubstrates in der 
zweiten Ausfiihrungsform, die Anzahl der Windungen 
des Filmsubstrates in der dritten Ausfuhrungsform, die 

20 Anzahl der Aufstapelungen des Substrates in der vier- 
ten und fiinften Ausfiihrungsform sind nicht auf die ge- 
zeigten Beispiele begrenzt Beispielsweise kann, wie in 
Fig. 15 illustriert, und zwar indem man ein drittes Film- 
substrat 14 anordnet, das ein oberes Metallverdrah- 

25 tungsmuster 17 und ein unteres Metallverdrahtungsmu- 
ster 16 aufweist, welche untereinander mittels eines lei- 
tenden Durchkontaktierungsmateriales 18 verbunden 
sind, namlich unter dem zweiten Filmsubstrat 10, und 
indem man das Filmsubstrat 14 mit einem unteren Me- 

30 tallverdrahtungsmuster 15 auf dem zweiten Filmsub- 
strat 10 mittels dem oberen Metallverdrahtungsmuster 
17 verbindet, eine Haibleitereinrichtung erhalten wer- 
den, die eine Struktur mit drei laminierten Filmsubstra- 
ten aufweist, 

35 Nach wie vor wird, wahrend in den zweiten bis fOnf- 
ten Ausfiihrungsformen das isolierende Haftmittel 9 
zwischen den Filmsubstraten aufgeschichtet wird, das 
Haftmittel 9 dann nicht benotigt, wenn keine Moglich- 
keiten fiir Kurzschliisse auftreten, da das Haftmittel 9 in 
40 erster Linie zum Isolieren verwendet wird, und nicht 
zum Verbinden der Materialien. 

Wie zuvor beschrieben wird in einer Haibleiterein- 
richtung gemaB der vorliegenden Erfindung das Ver- 
pressen in einem Zustand durchgefiihrt, in dem ein iso- 
45 iierendes Filmsubstrat verbogen und aufgestapelt ist, 
oder ein isolierendes Filmsubstrat wird mehrfach verbo- 
gen und aufgestapelt, oder ein isolierendes Filmsubstrat 
wird in Form eines Wasserstrudels aufgerollt. Dies fiihrt 
zu einer miniaturisierten Baugruppe. Indem man eine 
50 elektromagnetische Abschirmschicht zwischen den la- 
minierten Oberflachen des Filmsubstrates anordnet, 
wird eine Kopplung von Hochfrequenzsignalen zwi- 
schen benachbarten Oberflachen des Filmsubstrates 
verhindert, wodurch eine Baugruppe bereitgestellt wird, 
55 die eine verbesserte Frequenzcharakteristik aufweist 
Da eine Mehrzahl von isolierenden Filmsubstraten 
verwendet wird, haftet das zweite Filmsubstrat an der 
Oberflache des ersten Filmsubstrates gegenuberiiegend 
zu der Oberflache, auf dem ein Halbieiterchip ausgebil- 
60 det ist, und der Chip auf dem ersten Filmsubstrat wird 
nriit den Schaltkreiselementen auf dem zweiten Filmsub- 
strat elektrisch verbunden. Da das Verpressen in einem 
Zustand durchgefuhrt wird, in dem das zweite Filmsub- 
strat auf laminiert ist und an dem ersten Filmsubstrat 
65 haftet, das den Halbieiterchip mil einem isolierenden 
Abstandshaltermaterial bedeckt aufweist, wobei der 
Halbieiterchip auf dem ersten Filmsubstrat mit den 
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verbunden ist, wird der Schaltkreis in drei Dimensionen 
angeordnet, was zu einer miniaturisierten Baugruppe 
fiihrt, 

Wenn das zweite Filmsubstrat auf dem ersten Film- 
substrat auflaminiert wird, wird, da eine elektromagneti- 5 
sche Abschirmschicht auf dem zweiten Filmsubstrat an- 
^^geordnet wird, um den Halbleiterchip auf dem ersten 
Filmsubstrat zu bedecken, die Strahlung einer elektro- 
magnetischen Welle aus den Schaltkreiselementen des 
ersten Filmsubstrates oder eine Kopplung von Hochfre- 10 
quenzsignalen mit den Schaltkreiselementen auBerhalb 
der Baugruppe verhindert, was zu einer Baugruppe 
fiiiirt, die eine grobe Zuverlilssigkeit aufweist. 

Indem ein Material verwendet wird, das eine hohe 
Festigkeit aufweist, und zwar fiir das Filmsubstrat unter 15 
der Vielzahl von Filmsubstraten, auf dem der Halblei- 
terchip befestigt ist, wird eine Baugruppe bereitgestellt, 
die leicht herzustellen und leicht zu bearbeiten ist, wobei 
die Baugruppe Biegespannungen daran hindert, den 
Halbleiterchip zu erreichen, wodurch eine Zerstorung 20 
des Chips nur schwer moglich wird. 

Indem man den Halbleiterchip oder die Schaltkreis- 
eiemente mit einem Material bedeckt, das eine dielektri- 
sche Konstante aufweist, die niedriger ist als ein Ver- 
pressungsmaterial. konnen parasitare Kapazitaten uber 25 
die Schaltkreiselemente sowie den Halbleiterchip oder 
die Metallverdrahtungsmuster verhindert werden, was 
zu einer Baugruppe fiihrt, die verbesserte Hochfre- 
quenzcharakteristiken aufweist. 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, 30 
daB eine Halbleitervorrichtung gemaC der vorliegenden 
Erfindung ein isolierendes Filmsubstrat umfaBt, welches 
eine Oberflache aufweist, einen Hochfrequenzhalblei- 
terchip, der auf der Oberflache angeordnet ist und 
Schaltkreiselemente, die gleichfalls auf der Oberflache 35 
angeordnet sind und die mit dem Halbleiterchip verbun- 
den sind, wobei das isolierende Filmsubstrat gebogen 
und aufgeschichtet wird. Nachfolgend wird es mit einem 
Harz verpreBt wird. Auf diese Art und Weise wird eine 
Baugruppe miniaturisiert. 40 

Patentanspriiche 

1, Eine Halbleitereinrichtung, welche ein isolieren- 
des Filmsubstrat (1) umfaBt, das eine Oberflache 45 
aufweist, sowie einen Hochfrequenzhalbleiterchip 
(2), der auf der Oberflache angeordnet ist, und 
Schaltkreiselemente (3a bis 3e), die auf der Oberfla- 
che angeordnet und mit dem Halbleiterchip (2) ver- 
bunden sind, wobei das isolierende Filmsubstrat (1) 50 
gebogen und aufgeschichtet sowie mit einem Harz 
(8) verpreBt wird. 

2. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, wor- 
in das isolierende Filmsubstrat (1) derartig gebogen 
wird, daB es mit seiner hinteren Oberflache nach 55 
innen zeigend angeordnet wird, wobei sich die obe- 
ren und unteren Oberflachen gegeniiberliegen. 

3, Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 2, wel- 
che desweiteren eine eiektromagnetische Ab- 
schirmschicht {5b) auf der oberen Oberflache um- eo 
faBt, um die obere Oberflache von der unteren 
Oberflache elektromagneiisch zu trennen. 

4. Eine Halbleitereinrichtung, welche ein isolieren- 
des Filmsubstrat (It) umfaBt. das eine Oberflache 
aufweist, sowie einen Hochfrequenzhalbleiterchip 65 
(2), der auf der Oberflache angeordnet ist und 
Schaltkreiselemente (3a. 3b, 3f), die auf der Oberfla- 


bunden sind, wobei das isolierende Filmsubstrat 
(11) mehrfach sich selbst uberlappend gefaltet ist, 
und zwar faltenbalgformig im Querschnitt, so daB 
mehrere Satze von gegenuberliegenden Teilen der 
Oberflache gebildet werden, und wobei es mit ei- 
nem Harz (8) verpreBt wird. 

5. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 4, wor- 
in der Halbleiterchip (2) und/oder die Schaltkreis- 
elemente (3a, 3b, 3f) auf einem beliebigen der ge- 
geniiberliegenden Telle der Oberflache des Film- 
substrates (11) angeordnet werden. 

6. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 4, wel- 
che daruberhinaus eine eiektromagnetische Ab- 
schirmschicht (5c) umfaBt, die iiber die gesamte 
Oberflache des isolierenden Filmsubstrates (11) 
hinweg angeordnet ist. 

7. Eine Halbleitereinrichtung, welche ein isolieren- 
des Filmsubstrat (11) umfaBt, das eine Oberflache 
aufweist, sowie einen Hochfrequenzhalbleiterchip 
(2), der auf der Oberflache angeordnet ist und 
Schaltkreiselemente (3a, 3b, 3f), die auf der Oberfla- 
che angeordnet und mit dem Halbleiterchip (2) ver- 
bunden sind, wobei das isolierende Filmsubstrat 
(11) in der Form eines Wasserstrudels von einem 
seiner Enden her aufgerollt und mit einem Harz (8) 
verpreBt wird. 

8. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, wor- 
in das eine Ende des isolierenden Filmsubstrates 
(11) eingerollt wird, indem seine Oberflache nach 
innen angeordnet wird. 

9. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, wel- 
che desweiteren eine eiektromagnetische Ab- 
schirmschicht (5c) umfaBt, die uber die gesamte hin- 
tere Oberflache des isolierenden Filmsubstrates 
(11) hinweg angeordnet ist, so daB benachbarte Tel- 
le des Filmsubstrates (11), das aufgerollt wird, um 
laminiert zu werden, elektromagnetisch getrennt 
werden. 

10. Eine Halbleitereinrichtung, welche ein erstes 
isolierendes Filmsubstrat (12) umfaBt, das einen 
Hochfrequenzhalbleiterchip (2) aufweist, sowie 
Schaltkreiselemente (3a, 3b, 3g), die mit dem Halbr 
leiterchip (2) verbunden sind, der auf einer Oberfla- 
che angeordnet ist, sowie ein zweites isolierendes 
Filmsubstrat (10), das ein Schaltkreiselement (15) 
auf einer hinteren Oberflache aufweist, worin das 
erste Filmsubstrat (12) und das zweite Filmsubstrat 
(10) aufeinander aufgeschichtet und gemeinsam 
elektrisch verbunden, und mit einem Harz (8) ver- 
preBt werden. 

11. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 10, in 
der eine hintere Oberflache des ersten Filmsubstra- 
tes (12) einer Oberflache des zweiten Filmsubstra- 
tes (10) gegenuberliegt und diese zwei Filmsubstra- 
te mittels Durchkontaktierungen (43 bis 45) elek- 
trisch miteinander verbunden sind. 

12. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 10. 
worin die Oberflache des ersten Filmsubstrates (12) 
einer Oberflache des zweiten Filmsubstrates (10) 
gegenuberliegt und diese zwei Filmsubstrate mit- 
tels Durchkontaktierungen (46, 47) gemeinsam mit- 
einander verbunden sind, 

13. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 10, 
worin das erste Filmsubstrat (12) barter ist als das 
zweite Filmsubstrat (10). 

14. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 12. 
welche desweiteren eine eiektromagnetische Ab- 
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des zweiten Filmsubstrates (10) angeordnet ist, um 
das zweite Filmsubstrat (10) von dem ersten Film- 
substrat (12) elektromagnetisch zu trennen. 

15. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 12, 
welche desweiteren ein Schaltkreiselement (23) 5 
umfaBt, das auf der hinteren Oberflache des zwei- 
ten Filmsubstrates (10) ausgebildet und das mit ei- 
nem Material (7) bedeckt ist, das eine dieiektrische 
Konstante aufweist, die niedriger ist als die des 
Harzes(8). ^ 10 

16. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 
worin der Halbleiterchip (2) mit einem Material (7) 
bedeckt ist, das eine dieiektrische Konstante hat, 
die niedriger ist als die des Harzes (8). 

17. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 4, 15 
worin der Halbleiterchip (2) mit einem Material (7) 
bedeckt ist, das eine dieiektrische Konstante auf- 
weist, die niedriger ist, als die des Harzes (8). 

18. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, 
worin der Halbleiterchip (2) mit einem Material (7) 20 
bedeckt ist, das eine dieiektrische Kontante auf- 
weist, die niedriger ist als die des Harzes (8). 

19. Die Halbleitereinrichtung nach Anspruch 10, 
worin der Halbleiterchip (2) mit einem Material (7) 
bedeckt ist, das eine dieiektrische Konstante auf- 25 
weist, die niedriger ist als die des Harzes (8). 
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